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daim cəlb edir. Bu birləşmələrin əsasında fotoelektrik çeviricilər, rentgen və 
neytron şüalanma detektorları hazırlanmışdır [1, 2, 3, 4].  

Təqdim olunmuş işdə TlInS2 kristalının 100-300K temperatur interva-
lında keçiriciliyinin xüsusiyyətinin öyrənilmiş və Mott yaxınlaşması çərçivə-
sində [5] keçiricilik mexanizminin təhlili aparılmışdır.  

Elektrikkeçiricilik ölçüləri dörd zond üsul ilə azot kriostatında, kristalın 
≈ 0,1 K/dəq sürətlə kvazistasionar kəsilməz qızdırılması (soyudulması) 
rejimində aparılmışdır. Elektrikkeçiricilik ölçüləri rəqəmsal immitans E7-25 
ölçü cihazında aparılmışdır.  

TlInS2 kristalının 100-300K temperatur intervalında σ(T) asılılıqları 
qurulmuş və təhlil edilmişdir. Tədqiq olunan TlInS2 kristalında σ(T) asılılı-
ğında iki hissənin mövcud olduğu və bu asılılığın 175240 K intervalında 
keçiriciliyin eksponensial xarakter daşıdığı müşahidə edilmişdir. Bu da onu 
demeyə imkan verir ki, qeyd olunan temperatur oblastinda istiliklə həyəcan-
laşdırılmış yükdaşıyıcıların icazəli zonada keçiriciliyi üstünlük təşkil edir. 
A3B3C6

2 tip kristallar sinifinə daxil olan birləşmələrin tədqiqi zamanı lgσ‒nın 
(T-1/4)-dən asılılığının xəttiliyə tabe olması sıçrayışlı keçiricilik üçün xarak-
terikdir [5]. Tədqiq etdiyimiz TlInS2 birləşməsində lgσ‒nın (T-1/4)-dən asılılığın 
xətti qanunuauyğunluğa tabe olur. Qeyd olunanlara əsasən deyə bilərik ki, 
göstərilən temperatur oblastında TlInS2 kristalında yükün daşınması sıçrayışlı 
keçiriciliyi vasitəsilə həyata keçirilir. 
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Heterokeçidlərin elektrik və fotoelektrik xassələrinin tədqiqi fototranzis-

torlarda və günəş elementlərində praktiki tətbiqi baxımından çox aktualdır. 
Lakin heterokeçidlərin fizikası və texnologiyasının digər vacib aspekti də 
qeyri-ideal heterokeçidlərin tədqiqi və praktiki tətbiqi ilə bağlıdır. [1,2].  
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Müxtəlif tərkibli CdS1−xSex nazik təbəqələri Si altlıqlar üzərində məh-

luldan kimyəvi çökdürmə metodu ilə alınmışdır. 
Si

CdS1−xSex
strukturlarına 

havada 300℃ temperaturda termik emalın təsiri öyrənilmişdir. Tədqiq olunan 
heterokeçidin fotohəssaslığının spektral paylanması, qaranlıq və işıqda volt-
amper xarakteristikaları, volt-farad xarakteristikaları tədqiq olunmuşdur. 

Si

CdS1−xSex
 heterokeçidinin termik emaldan əvvəl və sonra Volt-Amper xa-

rakteristikaları şəkil 1 -də göstərilmişdir.  

                         
Şək. 1. 

𝐒𝐢

𝐂𝐝𝐒𝟏−𝐱𝐒𝐞𝐱
 heterokeçidinin stasionar Volt-Amper xarakteristikaları.  

 
𝐗 =: 𝟏 − 𝟎. 𝟎, 𝟐 − 𝟎. 𝟐, 𝟑 − 𝟎. 𝟓. 

 
Si

CdS1−xSex(x=0,2)
 heterokeçidinin termik emaldan əvvəl volt-amper xarak-

teristikalarının əksinə qolu I~Un üstlü qanunu ilə təsvir etmək olur. Əksinə 
VAX- dan üst göstəricisinin qiymətindən asılı olaraq iki hissə, daha doğ-
rusu n = 2 ÷ 2.6, qiymətinə malik olan deşilmə ətrafı və n ≥ 3.2 olan yumşaq 
tunel deşilmə oblastı müşahidə edilir. 

Termik emaldan sonra heterokeçidlərin əksinə VAX –ında 𝑈 = 3𝑉-a 
qədərki hissədə x = 0.2 tərkibli heterokeçidlər üçün, n < 2 olur və gərginliyin 
U = 1,5V qiymətinə qədər olan hissədə əsasən n = 1 olan generasiya cərə-
yanları üstünlük təşkil edir. U = 2V gərginliyinə qədər m ≈ 1 üst göstəricisi ilə 
I∞Um qanununa tabe olur ki, bu da fəza yükləri ilə məhdudlanan cərəyanlar 
üçün yükdaşıyıcıların doyma sürətində yükdaşıyıcıların tunel keçidi üçün 

tipikdir. Termik emaldan sonra 
Si

CdS1−xSex
 heterokeçidlərinin VAX-ı: 𝐼 =

𝐼0 exp(𝛽𝑈) ifadəsi ilə təsvir oluna bilər. Buradakı β kəmiyyəti istilik pro-
seslərinin üstünlük təşkil etdiyi hal üçün nəzərdə tutulur və tunel-rekom-
binasiya cərəyanlarının üstünlük təşkil etdiyi heterokeçidlərdəki kimidir.  

Tədqiq olunan heterokeçidlərin əksinə VAX-da termik emaldan sonra aralıq 
təbəqələrinin iştirakı nəticəsində tunel proseslərinin ehtimalının azaldığı görünür.  

Qeyd etmək lazımdır ki, açıq havada 𝑡 = 300 ℃ temperaturda τ =
20 dəqiqə ərzində termik emaldan sonra tunel cərəyanları daha da azalır. Cə-
rəyanın keçid oblastından cərəyankeçmə mexanizmini daha dəqiq aydın-
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laşdırmaq məqsədi ilə otaq temperaturunda VAX-ı da tədqiq olunmuşdur. 
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Kadmium sulfid otaq temperaturunda qadağan olunmuş zolağın eni 2,42
eV-a malik, geniş praktiki əhəmiyyətə malik yarımkeçiricidir. Kadmium sulfidi 
(CdS) normal təzyiqdə və temperaturda altıbucaqlı qəfəs quruluşuna malikdir. 
Məlumdur ki, dəmir (Fe) yüksək Küri temperaturu və aşağı temperaturu ilə yaxşı 
ferromaqnit material (FM) xüsusiyyətlərinə malikdir. Maqnit yarımkeçiricilər Cr-
la aşqarlanmış MgS, Fe qatqılı CdS və Co və V qatqılı CdS kimi materiallar maqnit
qeydediciləri hazırlamaq üçün istifadə oluna bilər [1,2]. 

Təqdim etdiyimiz işdə biz aşağı konsentrasiyalı Fe qatqılı CdS-nazik 
təbəqələrinin elektron, optik və maqnit xüsusiyyətlərini araşdırmışıq. 

CdS və Fe–la aşqarlanmış CdS nazik təbəqələri yaxşı təmizlənmiş 
mikroskop şüşə slayd altlıqları üzərində alınmışdır. Altlığın təmizlənməsi 
mərhələləri bir gecədə xrom turşusunda saxlandıqdan sonra distillə suda 
yaxalamaq və təxminən 20 dəqiqə bərabər həcmdə aseton və spirtdə ultrasəs 
təmizləməsindən ibarətdir. Şüşə altlıqlar daha yaxşı yapışması üçün suya 
batırılmadan əvvəl yüngülcə sürtülür və kimyəvi məhlul olan qaba şaquli 
şəkildə yerləşdirilir. 80 ml 0,2 M sink asetat [Cd(CH3COO)2,2H2O] və 160 ml 0,2 
M tiokarbamid [(NH2)2CS] əlavə edildi və otaq temperaturunda düzgün şəkildə 
qarışdırıldı. Sonra kompleksləşdirici agent kimi 0,66 M tri-natrium sitrat 
məhlula əlavə qarışdırılır. Bundan sonra, məhlulun pH –nı 11- etmək üçün 
ammonyak məhlulu əlavə edildi. Altlıqlar 4 saat ərzində məhlulda saxlanıılır və 
altlığın səthində zəif mavi kölgəsi olan ağ rəngli bir təbəqə görünür. Fe qatqılı 
CdS nazik təbəqəsi əldə etmək üçün məhlulla müvafiq nisbətdə 0,1 M dəmir 
xlorid (FeCl3, 2H2O) əlavə edilmişdir. Bu prosesdə CdS, 2,5% CdS :Fe və 5% 
CdS: Fe nazik təbəqələri hazırlanmışdır. 

Şəkil 1-də CdS və Fe qatqılı CdS təbəqələri üçün optik udma spektri 
[udma (a) dalğa uzunluğunun (λ) funksiyası] kimi göstərilir. Udma əmsalı 
bütün dalğa boyu diapazonu üçün Fe qatqısının artması ilə artır. 
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